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論 文 内 容 要 旨          
  コンピュータシステムの高性能化の為には、ワーキングメモリである Dynamic Random Access Memory 
(DRAM)の高速動作化、低消費電力化、大容量化は必須の技術課題である。しかしながら近年、メモリ間でのス
ピードギャップが顕在化し、コンピュータシステムの高性能化へのボトルネックとなっている。主記憶メモリに
使用されるStand-alone 1 Transistor 1 Capacitor (1T-1C) DRAMでは、メモリセル部に立体構造トランジスタ
が導入されている一方で、周辺回路部は依然として平面構造型トランジスタを採用している。すなわち、周辺回
路の微細化がメモリセル部に対して追い付いておらず、周辺回路の高密度化・低消費電力化が必須である。一方
で、キャッシュメモリに使用される embedded 1T-1C DRAMでは、外部ストレージ容量のプロセスの複雑化や
製造コスト増加の課題があり、外部ストレージ容量の不要な新規メモリが要求されている。従って、これらのワ
ーキングメモリの限界を克服するためには、三次元立体構造トランジスタの導入が必要不可欠である。著者は、
三次元縦型構造MOS Field Effect Transistor (MOSFET) の優位性（高密度、低消費電力）を実験的に示し、さ
























































電圧が必要なため、自己発熱現象によりメモリセル内部の温度が30 ~ 60 ℃上昇する。一方でFED動作方式で




コンピラー直径を12 nm世代まで微細化しても、100 ms以上のデータ保持時間を維持しながらも、1 A/セル以
上の高い読み出し電流差が得られることを定量的に示した。さらに自己発熱現象についても、シリコンピラー直
径を12 nm世代まで微細化しても、メモリ動作による自己発熱量はほとんど変化せず、実用上無視できる程の温
度上昇（~ 0.6 ℃）に抑制できることを示した。 
 第6章は総括で、本研究で得られた成果と今後の研究展望についてまとめて記述している。本提案の縦型FED
動作型1T-DRAMを、従来構造の1T-DRAMと現在主流の1T-1C DRAMとで比較を行い、その優位性と課題を
確認した。 
本研究は、三次元縦型構造MOSFETの高いデバイス特性を実測にて示し、その応用として縦型 FED動作型
1T-DRAMセル構造と保持特性を改善する動作方式を提案して、その優位性を明確にし、実用化への可能性を示
したものである。 
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